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(57)【要約】
【課題】配線付き基体を用いた有機ＥＬパネルにおいて
、低抵抗でヒロックが発生しにくく、また、品質及び歩
留まりを向上させることが可能な有機ＥＬパネルの製造
方法を提供する。
【解決手段】アルミニウムとニッケルとボロンとを含有
する導体層５ｂを含む配線部５が形成される基体１上に
、基体１側に形成される第一電極６とこの第一電極６と
対向する第二電極１０とで有機発光層を狭持してなる発
光部と、少なくとも第一電極６の端部を覆うように形成
される絶縁膜７と、第二電極１０を複数に分離するよう
に形成される隔壁８と、を形成してなり、配線部５は第
一，第二電極６，１０の少なくとも一方と電気的に接続
されてなる有機ＥＬパネルの製造方法である。少なくと
も配線部４，絶縁膜７及び隔壁８を形成した後に基体１
を加熱して前記配線部の抵抗率を下げる熱処理を行うこ
とを特徴とする。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
アルミニウムとニッケルとボロンとを含有する導体層を含む配線部が形成される基体上に
、前記基体側に形成される第一電極とこの第一電極と対向する第二電極とで有機発光層を
狭持してなる発光部と、少なくとも前記第一電極の端部を覆うように形成される絶縁膜と
、前記第二電極を複数に分離するように形成される隔壁と、を形成してなり、前記配線部
は前記第一，第二電極の少なくとも一方と電気的に接続されてなる有機ＥＬパネルの製造
方法であって、
　少なくとも前記配線部，前記絶縁膜及び前記隔壁を形成した後に前記基体を加熱して前
記配線部の抵抗率を下げる熱処理を行うことを特徴とする有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項２】
前記配線部は、前記導体層上にモリブデンまたはモリブデン合金を含有するキャップ層を
積層形成してなることを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項３】
前記配線部は、前記基体と前記導体層との間に透明導電体層を形成してなることを特徴と
する請求項１に記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項４】
前記配線部は、前記第一，第二電極の少なくとも一方と駆動回路とを電気的に接続するた
めの配線であることを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線付き基体を用いた有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）パネルの製造
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、有機材料によって形成される自発光素子である有機ＥＬ素子を備える有機ＥＬパ
ネルは、例えば、陽極となるインジウム錫酸化物（ＩＴＯ）等からなる第一電極と、少な
くとも発光層を有する有機層と、陰極となるアルミニウム（Ａｌ）等からなる非透光性の
第二電極と、を順次積層して前記有機ＥＬ素子を形成するものが知られている（例えば、
特許文献１参照）。
【０００３】
　また、ドットマトリクス型の有機ＥＬパネルにおいては、その駆動方式としてパッシブ
駆動方式が知られている。パッシブ駆動の有機ＥＬパネルは、基板上に信号電極を複数の
ライン状に形成し、走査電極を前記信号電極と交差するように複数のライン状に形成して
前記信号電極と前記走査電極との交差位置を発光画素とし、この発光画素を複数配置して
発光部を構成するものである。かかる有機ＥＬディスプレイは、線順次走査された画像が
前記表示部に表示される。かかるパッシブ駆動の有機ＥＬパネルは、アクティブ駆動方式
と比較して製造が容易であるといった利点がある。
【０００４】
　ドットマトリクス型の有機ＥＬパネルは、近年カラー化や高精細化が要求されており、
そのために配線部の低抵抗化が必要とされている。しかしながら、従来から配線材料に用
いられたＩＴＯ層の低抵抗化には限界がある。そこで、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）や液
晶パネルに用いられるようにアルミニウム（Ａｌ）あるいはＡｌ合金などの低抵抗金属を
補助配線としてＩＴＯ層と組み合わせることで実質的に有機ＥＬ素子回路の更なる低抵抗
化を実現することが知られている。しかし、Ａｌ等は低抵抗ではあるがヒロックが発生し
やすく、また、表面にＡｌ酸化物が形成されやすく、他の金属と電気的に接続させる際に
接触抵抗が高くなってしまう。さらには、例えばＩＴＯなどの透明導電体層とＡｌなどが
直接電気的コンタクトを取ると、Ａｌと透明導電体層との酸化還元電位差が高いため腐食
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しやすいなどＡｌ及びＡｌ合金を単層で使用できないという不都合がある。
【０００５】
　これに対し、例えば特許文献２には、モリブデン（Ｍｏ）またはＭｏ合金からなるキャ
ップ層をＡｌの上層及び下層（ＡｌとＩＴＯとの間）に形成する方法が知られている。
【０００６】
　また、特許文献３には、陰極と補助電極とのコンタクト抵抗を低減するための技術とし
て、窒化チタン（ＴｉＮ）あるいはクロム（Ｃｒ）を下地層とし、ＡｌあるいはＡｌ合金
を上層として、陰極と下地層とを部分的に直接接触させる方法が開示されている。
【０００７】
　また、引用文献４には、キャップ層を省略可能とする技術として、Ａｌにニッケル（Ｎ
ｉ）とボロン（Ｂ）を含有させたＡｌ－Ｎｉ－Ｂ合金が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開昭５９－１９４３９３号公報
【特許文献２】特開２００１－３１１９５４号公報
【特許文献３】特開平１１－３２９７５０号公報
【特許文献４】特開２００７－１４２３５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献２に記載の技術においては、配線の低抵抗化のための積層体が
３層構造となるため、製造方法が煩雑となり製造コストが上昇して生産性が低下するとい
う問題点があった。また、特許文献３に記載の技術においては、補助配線の形成に２回の
フォトリソグラフィー工程が必要となるという問題点があった。さらに、前記下地層とし
てＴｉＮを用いるにはパターニングにドライエッチングを行う必要があり、生産性に問題
が生じる。前記下地層にＣｒを用いた場合には、初期コンタクト特性が良好であっても１
００℃程度の高温に放置した場合にはコンタクト抵抗が著しく高くなることがある。また
、特許文献４に記載の技術においては、Ａｌ－Ｎｉ－Ｂ合金は抵抗率を減少させるために
成膜後に例えば２００℃以上に加熱して熱処理を行う。しかしながら、ドットマトリクス
型有機ＥＬパネルの製造において発光画素を画定する絶縁膜の形成工程で一般的に行われ
るフォトエッチングで使用される薬液の中には熱処理後のＡｌ－Ｎｉ－Ｂ合金を腐食させ
るものがあり、必ずしもＡｌ－Ｎｉ－Ｂ合金を単層で使用できないという問題点があった
。また、Ａｌ－Ｎｉ－Ｂ合金上にキャップ層を形成する場合であっても熱処理後にパター
ニングを行うと前記薬液が側面から浸入し、有機ＥＬパネルの品質悪化や歩留まりの低下
が起こるという問題点があった。
【００１０】
　本発明は、この問題に鑑みなされたものであり、配線付き基体を用いた有機ＥＬパネル
において、低抵抗でヒロックが発生しにくく、また、品質及び歩留まりを向上させること
が可能な有機ＥＬパネルの製造方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、前記課題を解決するために、アルミニウムとニッケルとボロンとを含有する
導体層を含む配線部が形成される基体上に、前記基体側に形成される第一電極とこの第一
電極と対向する第二電極とで有機発光層を狭持してなる発光部と、少なくとも前記第一電
極の端部を覆うように形成される絶縁膜と、前記第二電極を複数に分離するように形成さ
れる隔壁と、を形成してなり、前記配線部は前記第一，第二電極の少なくとも一方と電気
的に接続されてなる有機ＥＬパネルの製造方法であって、少なくとも前記配線部，前記絶
縁膜及び前記隔壁を形成した後に前記基体を加熱して前記配線部の抵抗率を下げる熱処理
を行うことを特徴とする。
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【００１２】
　また、前記配線部は、前記導体層上にモリブデンまたはモリブデン合金を含有するキャ
ップ層を積層形成してなることを特徴とする。
【００１３】
　また、前記配線部は、前記基体と前記導体層との間に透明導電体層を形成してなること
を特徴とする。
【００１４】
　また、前記配線部は、前記第一，第二電極の少なくとも一方と駆動回路とを電気的に接
続するための配線であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明は、配線付き基体を用いた有機ＥＬパネルに関し、低抵抗でヒロックが発生しに
くく、また、品質及び歩留まりを向上させることが可能となるものである。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態における有機ＥＬパネルの背面図。
【図２】同上実施形態における有機ＥＬパネルの要部拡大図。
【図３】同上実施形態における有機ＥＬパネルを示す断面図。
【図４】同上実施形態の配線付き支持基板及び有機ＥＬパネルの製造工程を示す図。
【図５】同上実施形態の配線付き支持基板及び有機ＥＬパネルの製造方法を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明を有機ＥＬパネルに適用した実施形態について添付図面に基づいて説明す
る。図１は、有機ＥＬパネルを示す図である。有機ＥＬパネルは、支持基板（基体）１と
、発光領域２と、ドライバーＩＣ（駆動回路）３と、陽極配線部４と、陰極配線部５と、
を有する。
【００１８】
　支持基板１は、長方形形状の透明ガラス材からなる電気絶縁性の配線付き基体である。
支持基板１上には、発光領域２と、ドライバーＩＣ３と、陽極配線部（配線部）４と、陰
極配線部（配線部）５と、が形成されている。また、支持基板１上には発光領域２を気密
的に覆う封止部材が配設されるが、図１及び図２においては封止部材を省略している。
【００１９】
　発光領域２には、図２及び図３に示すように、ライン状に複数形成される陽極（第一電
極）６と、絶縁膜７と、隔壁８と、機能層９と、ライン状に複数形成される陰極（第二電
極）１０と、が形成されている。すなわち、有機ＥＬパネルは、各陽極６と各陰極１０と
が交差するとともに機能層９を陽極６と陰極１０とで挟持する個所からなる複数の発光部
（有機ＥＬ素子）がドットマトリクス状に配置されるものである。また、陽極６及び陰極
１０は、陽極配線部４及び陰極配線部５を介してドライバーＩＣ３と電気的に接続される
。また、前記各発光部は、図３に示すように、封止部材１１によって気密的に覆われてい
る。
【００２０】
　ドライバーＩＣ３は、発光領域２の前記各発光部を駆動させる駆動回路を構成するもの
であり、信号線駆動回路及び走査線駆動回路等を備える。ドライバーＩＣ３は、ＣＯＧ（
Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）技術によって支持基板１上に配設され、陽極配線部４及び
陰極配線部５を介して各陽極６及び各陰極１０と電気的に接続される。
【００２１】
　陽極配線部４及び陰極配線部５は、陽極６及び陰極１０とドライバーＩＣ３とをそれぞ
れ電気的に接続するための部材である。陽極配線部４及び陰極配線部５は、支持基板１上
に形成される透明導電体層と、少なくともアルミニウム（Ａｌ）にニッケル（Ｎｉ）とボ
ロン（Ｂ）とを含有するＡｌ－Ｎｉ－Ｂ合金からなる導体層と、モリブデン（Ｍｏ）ある
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いはＭｏ合金からなるキャップ層とを支持基板１からこの順に積層形成した構造を有する
積層体である。図３には、陰極配線部５が示されており、陰極配線部５は、支持基板１上
に透明導電体層５ａ，導体層５ｂ及びキャップ層５ｃを積層形成してなる。なお、図示し
ないが陽極配線部４も同様の積層構造を有し、陽極６から延設されるＩＴＯ等の透明導電
体層，導体層及びキャップ層が積層形成されてなる。
【００２２】
　透明導電体層５ａは、例えば陽極６と同材料であるＩＴＯ等からなり、陽極６と同工程
で支持基板１上に形成される。
【００２３】
　導体層５ｂは、Ａｌ－Ｎｉ－Ｂ合金からなり、配線を低抵抗化させるために支持基板１
の透明導電体層５ａ上に形成されるものである。Ａｌ－Ｎｉ－Ｂ合金は、透明導電体層５
ａと直接接合が可能であり、Ｎｉは熱処理によりＡｌとの金属間化合物を形成し透明導電
体層５ａとの導体層５ｂ直接接合における接合特性を良好にする作用を有する。しかしな
がら、Ｎｉの含有量が多くなると、配線自体の比抵抗が高くなり実用的ではなくなってし
まう。逆に、Ｎｉの含有量が低くなると、Ａｌとの金属間化合物の生成量が減少し、透明
導電体層５ａとの直接接合ができなくなり、耐熱性も低下する傾向となる。また、ＢはＮ
ｉと同様に耐熱性に作用するがやはり含有量が多くなると配線自体の比抵抗が高くなり実
用的ではなくなってしまう。したがって、導体層５ｂは、Ｎｉの含有量をＮｉの原子百分
率Ｘａｔ％とし、Ｂの含有量をＢの原子百分率Ｙａｔ％とした場合、
式（１）０．５≦Ｘ≦１０．０
式（２）０．０５≦Ｙ≦１１．００
式（３）Ｙ＋０．２５Ｘ≧１．００
式（４）Ｙ＋１．１５Ｘ≦１１．５０
の各式を満たし、残部がＡｌとなることが望ましい。さらに、Ｎｉの含有量が４．０ａｔ
％以上であり、Ｂの含有量が０．８ａｔ％以下であると接合信頼性が向上するので好適で
ある。また、導体層５ｂは、十分な導電性や良好なパターニングが得られるようにその膜
厚が１００～５００ｎｍであることが好ましい。
【００２４】
　キャップ層５ｃは、ＭｏあるいはＭｏ合金からなり、導体層５ｂを腐食から保護するた
めに導体層５ｂ上に形成されるものである。Ｍｏ合金の例としては、Ｎｉ－Ｍｏ，Ｍｏ－
ニオブ（Ｎｂ），Ｍｏ－タンタル（Ｔａ），Ｍｏ－バナジウム（Ｖ），Ｍｏ－タングステ
ン（Ｗ）などが上げられる。キャップ層５ｃは、耐湿性及びパターニング性の観点からそ
の膜厚が１０～１００ｎｍであることが好ましい。
【００２５】
　陽極６は、ＩＴＯ等の透明導電材料からなり、蒸着法やスパッタリング法等の手段によ
って支持基板１上に透明導電材料を層状を形成した後、フォトエッチング等によって互い
に略平行となるようにライン状に複数形成される。また、陽極６は、端部の一方側（図１
における下方側）から延設される陽極配線部４を介してドライバーＩＣ３と接続される。
【００２６】
　絶縁膜７は、例えばポリイミド系の電気絶縁性材料から構成され、陽極６と陰極１０と
の間に位置するように少なくとも陽極６の端部上に形成され両電極６，１０の短絡を防止
するとともに、発光領域２の前記各発光部を画定する開口部７ａを有する。また、絶縁膜
７は、陰極配線部５と陰極１０との間にも延設されており、陰極配線部５と陰極１０とを
接続させるコンタクトホール７ｂを有する。
【００２７】
　隔壁８は、例えばフェノール系の電気絶縁性材料からなり、絶縁膜７上に形成される。
隔壁８は、その断面が絶縁膜７に対して逆テーパー形状となるようにフォトエッチング等
の手段によって形成されるものである。また、隔壁８は、陽極６と直交する方向に等間隔
にて複数形成される。隔壁８は、その上方から蒸着法やスパッタリング法等によって機能
層９及び陰極１０となる金属膜を形成する際に機能層９及び前記金属膜を陽極６と直交す
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る方向に複数に分離させるものである。
【００２８】
　機能層９は、陽極６上に形成されるものであり、少なくとも有機発光層を有するもので
ある。なお、本実施形態においては、機能層９は正孔注入層，正孔輸送層，有機発光層，
電子輸送層及び電子注入層を蒸着法等の手段によって順次積層形成してなるものである。
【００２９】
　陰極１０は、アルミニウム（Ａｌ）やマグネシウム銀（Ｍｇ：Ａｇ）等の陽極６よりも
導電率が高い金属性導電材料を蒸着法等の手段により陽極６と交差するようにライン状に
複数形成してなるものである。陰極１０は、前記導電材料にて形成される前記金属膜が隔
壁８によって複数に分離されてなる。また、陰極１０は、絶縁膜７に設けられるコンタク
トホール７ｂを介して陰極配線部５と接続され、この陰極配線部５を介してドライバーＩ
Ｃ３と電気的に接続されている。
【００３０】
　封止部材１１は、例えばガラス材料からなる平板部材であり、発光領域２の前記各発光
部を収納する凹部１１ａと、この凹部１１ａの全周を取り巻くように形成される接合部１
１ｂとを備えており、接着剤１１ｃを介して支持基板１上に配設される。
【００３１】
　以上の各部によって有機ＥＬパネルが構成されている。
【００３２】
　次に、配線付き支持基板１及び支持基板１を用いた有機ＥＬパネルの製造方法の一例を
図４及び図５を用いて説明する。
【００３３】
　先ず、陽極等形成工程Ｓ１において、スパッタリング法等の手段によって支持基板１上
にＩＴＯ等の透明導電材料を膜厚１５０ｎｍの層状に形成した後、フォトエッチング等に
よってパターニングして陽極配線部４の透明導電体層，陰極配線部５の透明導電体層５ａ
及び陽極６を形成する（図５（ａ）参照）。
【００３４】
　次に、配線部形成工程Ｓ２において、支持基板１上にＡｌ－Ｎｉ－Ｂ合金ターゲットを
用いて不活性ガス雰囲気中でスパッタリングして膜厚４１０ｎｍで成膜し、さらにＭｏ合
金系ターゲットを用いてＭｏあるいはＭｏ合金をスパッタリングして膜厚２０ｎｍで成膜
る。スパッタリング直後の積層体の抵抗率は１０μΩ／ｃｍ程度と高い。その後フォトエ
ッチングによってパターニングして陽極配線部４の導体層及びキャップ層と陰極配線部５
の導体層５ｂ及びキャップ層５ｃを形成する（図５（ｂ）参照）。これにより、配線とし
て陽極配線部４及び陰極配線部５を有する配線付き支持基板１が得られる。Ｍｏあるいは
Ｍｏ合金はＡｌ－Ｎｉ－Ｂ合金と同じエッチング液（酸性水溶液）でほぼ同じ速度でエッ
チングすることができる。したがって、前記キャップ層及びキャップ層５ｃにＭｏあるい
はＭｏ合金を用いることによって前記導体層及び導体層５ｂと前記キャップ層及びキャッ
プ層５ｃを一括してパターニングすることができる。またこのとき、フォトリソグラフィ
ーで使用する温度は、１００℃以下とすることで、陽極配線部４及び陰極配線部５はスパ
ッタリング直後の組成や構造を維持している。
【００３５】
　次に、絶縁膜形成工程Ｓ３において、支持基板１上に電気絶縁性材料を塗布し、その後
フォトエッチングによってパターニングして発光領域２の開口部７ａとコンタクトホール
７ｂを有する絶縁膜７を形成する（図５（ｃ）参照）。
【００３６】
　次に、隔壁形成工程Ｓ４において、支持基板１上に電気絶縁性材料を塗布し、その後フ
ォトエッチングによってパターニングして絶縁膜７上に陽極６と直交する隔壁８を形成す
る。
【００３７】
　次に、熱処理工程Ｓ５において前記導体層及び導体層５ｂを活性化し、抵抗率を所望の
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値に下げるために支持基板１を加熱して熱処理を実行する。熱処理工程Ｓ４における加熱
温度は、絶縁膜７及び隔壁８への熱ダメージが発生せず、かつ陽極配線部４の前記導体層
及び陰極配線部５の導体層５ｂの抵抗率を下げることが可能な温度であることを要する。
本実施形態においては、支持基板１を２５０℃で３０分加熱した。また、絶縁膜７や隔壁
８の材料によっては、２５０℃から４００℃までの温度で加熱することも可能である。ま
た、加熱時間は、前記導体層及び導体層５ｂの抵抗率が減少飽和する時間である３０分と
したが、それ以上の時間加熱を行ってもよい。
【００３８】
　そして、機能層形成工程Ｓ６にて陽極６に対応するように機能層９を積層形成し、さら
に、陰極形成工程Ｓ７にて機能層９上に陰極１０を積層形成して、前記各発光部を得る（
図５（ｄ）参照）。
【００３９】
　そして、封止工程Ｓ８において、発光領域２を覆う凹部１１ａを有する封止部材１１を
用意し、紫外線硬化性の接着剤１１ｃを介して支持基板１上に配設固定する（図５（ｄ）
参照）。凹部１１ａの前記各発光部との対向面には水分を吸着する吸湿剤（図示しない）
が配設されることが望ましい。以上の製造工程により発光領域２を有する有機ＥＬパネル
が得られる。
【００４０】
　かかる配線付き基体である支持基板１を用いた有機ＥＬパネルは、Ａｌ－Ｎｉ－Ｂ合金
からなる前記導体層及び導体層５ｂを形成することによって、低抵抗でヒロックが発生し
にくく、また、前記透明導電体層及び透明導電体層５ａと直接接合することができること
から下層のキャップ層を不要として生産性に優れた配線構造を得ることが可能となる。ま
た、ＭｏあるいはＭｏ合金からなる前記キャップ層及びキャップ層５ｃを前記導体層及び
導体層５ｂ上に形成することによって、前記導体層及び導体層５ｂの腐食を防ぎ、耐湿性
及び耐熱性を向上させることができ、また、前記導体層及び導体層５ｂと一括してパター
ニングすることができることからパターニング性能に優れた配線構造を得ることが可能と
なる。
【００４１】
　さらに、本製造工程を適用したパッシブマトリクス型有機ＥＬパネルは、不良が一切発
生せず、品質及び歩留まりが向上することを確認した。従来、有機ＥＬパネルの品質及び
歩留まりの低下は、熱処理によって金属間化合物を形成した状態にある導体層に絶縁膜及
び隔壁のフォトエッチングに用いられる薬液が接触することによって腐食が生じ金属間化
合物がパネル上に飛散することに起因するものと思われる。本願発明者は、この点に着目
し、有機ＥＬパネルの製造工程において、絶縁膜７及び隔壁８の形成後に前記導体層及び
導体層５ｂの抵抗率を下げる熱処理を行うことで、前記導体層及び導体層５ｂを腐食させ
ることがなく、品質及び歩留まりの低下を抑制することが可能であることを見いだした。
【００４２】
　なお、本実施形態においては、陰極配線部５は、透明導電体層５ａ，導体層５ｂ及びキ
ャップ層５ｃの積層体からなり、陽極配線部４も同様の積層構造からなるものであったが
、本発明においては、配線部は少なくともＡｌ－Ｎｉ－Ｂ合金からなる導体層を含むもの
であればよく、透明導電体層が形成されず基体上に直接導体層が形成される構成であって
もよく、キャップ層が形成されない構成であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明は、有機ＥＬパネルの製造方法に関し、特に配線付き基体を用いた有機ＥＬパネ
ルの製造方法に関するものである。
【符号の説明】
【００４４】
　１　　支持基板
　２　　発光領域
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　３　　ドライバーＩＣ
　４　　陽極配線部
　５　　陰極配線部
　５ａ　透明導電体層
　５ｂ　導体層
　５ｃ　キャップ層
　６　　陽極
　７　　絶縁膜
　７ａ　コンタクトホール
　８　　隔壁
　９　　有機層
　１０　　陰極
　１１　　封止部材
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